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【緒言】In0.52Al0.48As/InxGa1-xAs（x ≥ 0.53）系 HEMT は、ミリ波帯・テラヘルツ帯動作が可能な超

高速トランジスタである。HEMT の高速化には、ゲート長 Lgの微細化に加えて、短チャネル効果

を抑制するためにゲート・チャネル間距離 d を短縮する

必要がある[1]。d を短縮し遮断周波数 fT を高めるには、

埋め込みゲート構造が有効である[2]。埋め込みゲート構

造を形成する場合、ゲートフット先端部分が“丸みを帯

びる”傾向がある[3]。本研究では、種々の形状の埋め込

みゲートフット先端を有する HEMT に関するモンテカ

ルロ計算を行い、形状による違いを調べた。 
【モンテカルロ計算と結果】モンテカルロ計算にはプロ

グラム COSMOS を用いた。図１に HEMT 断面モデル構

造を、表１にゲートフット先端部分（図１斜線領域）の

形状を示す。図２にモデルＡ、Ｂ、Ｃにおける、図３に

モデルＡ、Ｄ、Ｅにおけるチャネル層中のソース側から

ドレイン側に至る電子速度の変化を示す。ゲート電極下

で、電子速度のオーバーシュートが見られる。オーバー

シュートの起こる領域は、ゲートフット先端部横方向の

長さにしたがって短くなる傾向が見られる。また、モデ

ルＢ、Ｃは角の取れ方が異なるのに、電子速度プロファ

イルは殆ど同じである。以上から、“先端が丸みを帯びた”

ゲート電極における実効的なゲート長は、ゲートフット

先端部の長さによって

ほぼ決まることになる。 
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Fig. 1. Model structure of HEMT. 
 

Table 1 Shape of gate foot. 
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Fig. 2. Electron velocity profiles in 
InGaAs channel of HEMTs 
(Models A, B and C).
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Fig. 3. Electron velocity profiles in 
InGaAs channel of HEMTs 
(Models A, D and E). 
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